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A. KOSTKOWSKI: Technologie materiatéw kompozytowych na bazie Cu-Cr

W pracy stwierdzono mozliwo$é odtlenienia proszku chromu dzigki redukcji weglem. Proby redukc)i
wodorem nie przyniosty tego efektu nawet w temperaturze 1500°C. Wykazano, ze najefektywnie)szq
metody zageszczania kompozytu Cu-Cr jest prasowanie izostatyczne na gorgco kompaktu przygotowa-
nego metodg prasowania izostatycznego na zimno. Nie wyklucza to jednak mozliwosci stosowania in-
nych metod, np. nasycania miedzig szkieletu Cu-Cr, a nastgpnie doggszczania przez prasowanie
izostatyczne na gorgco bez zamykania detalu w formie jednorazowego uzytku.

A. DULSKA-WEHR, B. IDCZAK: Drut Ag-Ni jako material stykowy do stycznikéw powietrznych

Przeprowadzono badania struktury, wtasciwodci mechanicznych i elektrycznych materiatu Ag-Nil0

w postaci drutu otrzymywanego metodami metalurgii proszkéw, przeznaczonego na nakladki stykowe
do stycznikéw powietrznych. Nakladki stykowe wykonano z drutu. Wyniki badari tego materiaiu poréw-
nano z wynikami odpowiadajgcego mu materiatu francuskiego.

J. RAABE, E. BOBRYK: Badania nad wptywem domieszki Ca0 na wkasnosci spiekéw ceramicznych ZnO—ZrO2

Zbadano wptyw domieszki Ca0 w ilosci do 5% mol. na wiasnosci spiekéw zawierajgcych Zn0 i Zr0p

w stosunku wagowym 3:1. Podczas spiekania w temperaturach 1300, 1360 i 1400°C nie stwierdzono
reakcji migdzy Zn0 i Zr0Op oraz Ca0 i Zn0. Zaobserwowano natomiast tworzenie sig roztworu statego
Ca0 - Zr0, powodujgce obnizenie temperatury przemiany Zr0z (jednoskosny) - ZrO (tetragonalny).
Ustalono réwniez, ze domieszka Ca0 powoduje zmniejszenie wytrzymatosci mechanicznej spiekéw oraz
zwigkszenie stabilnosci ich charakterystyk oporowo-temperaturowych.

W. GRZEJSZCZYK: Wplyw pola magnetycznego na proces monokrystalizacji Si metodg Czochralskiego

Przedstawiono rezultaty badaf, pochodzgce z réznych Zrédet, nad monokrystalizacjg Si metodg
Czochralskiego w polu magnetycznym. Opisano wplyw pola na wiasnosci krysztatéw. W pracy poréwna-
no oddziatywanie pola magnetycznego o konfiguracji poziomej i pionowej.

W zakoriczeniu poinformowano o badaniach nad monokrystalizacjq krzemu w polu magnetycznym, prowa-
dzonych w ITME.
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A. KOSTKOWSKI: Technology of Cu-Cr based composite materials

The feasibility of chromium powder deoxidation by means of carbon reduction is established.
Hydrogen reduction was found to be ineffective even at 1500°C. HIPing of the cold isostatically
pressed green body is demonstrated to be the most successful method of Cu-Cr densification.

The use of other technology such as impregnation of Cu-Cr skeleton with copper followed by
subsequent "HIPing without capsule" method is not excluded.

A. DULSKA-WEHR, B. IDCZAK: Ag-Ni wire - contact component for air contactors

Structure, mechanical and electrical properties of Ag-Nil0 wire applied to contact tips of air
contactors are investigated.

The contact tips were made of the wire and extensively tested. The presented material and similar
manufactured in France are compared.

J. RAABE, E. BOBRYK: Effect of CaD doping on properties of Zn0-Zr02 sinters

The effect of Ca0 doping up to 5% mol. on properties of the sinters containing Zn0 and Zr0O2 of
mass ratio 3:1 is investigated.

No reactions between Zn0 and Zr0p as well as between Ca0 and Zn0 were found over the sintering
process at temperatures 1300, 1360 and 1400°C.

The formation of Ca0 - Zr0z solid solutions is reported and in consequence decreasing the trans-
formation temperature of Zr0z (monoclinic) - ZrOz (tetragonal) is detected.

The decline in mechanical endurance and increasing stability of temperature-resistivity characte-
ristics of the sinters doped with Ca0 are also established.

W. GRZEJSZCZYK: Effect of magnetic field on Czochralski monocrystallisation of silicon

The applications of magnetic field to Si Czochralski monocrystallisation are reviewed.

The influence of magnetic field on crystal properties is discussed.

Horizontal and vertical effects of the magnetic field are compared.

The research works, performed in Institute for Electronics Materials Technology aimed at Si
Czochralski monocrystallisation in magnetic field are also reported.

\l.
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A. KOCTKOBCKU: TexHosOrMe KOMMO3UTHHX MAaTepHaJOB Ha ocHoBe Cu-Cr

B pa6oTe MOXTBEpPXJIEHO BO3MOXHOCTh BOCCTAHOBJEHHA MOpomka Xpoma C nouoq;w yraepojaa.
UccrenoBaHua BOCCTAHOBJEHMA BOJOPOJIOM He NpuHeckd ddppekra saxe npu 150071 . [lokaszaHo,
YTO CaMUM 3pPEeKTHM MEeTOLOM YNJAOTHeHHA Komnosaura Cu-Cr ABAAETCA M3OCTATHUYECKOE Tro-
pHAvee npeccoBaHHe KOMIIO3HTHOIO Marepuaja MOATOTOBJEHHOTO NMyTeM H3ocTaTH4Yeckof
XONOZHON MpecCOBKH, YTO He MCKJINOYAEeT BO3MOXHOCTH MpPHMEHEHMA ADYTHUX MeTOJ Ha

Hp. HachbHUEHHA MeJAbK eKkeseTra (Cu-Cr ¢ nocrxenyomel nonpecCoBKO# nyrem Haocraruiec-
KOro ropauero npeccoBaHWA 06e3 3aKpHMBAHMA JeTajJu B aMnyly OAHOKPAaTHOro ynorpel-
JNeHUA .

A. JVJbCKA-BEXP, B. MIYAK: Ag-Ni nmpoBoJOKa KAK KOHTaKTHHH MaTepuas IJa BO3AYWHHX
KOHTAKTOpOB

[lpobejleHO HCCAEeNOBAHHA CTPYKTYPH, MeXaHHUYECKHX M DBJeKTPHYEeCKHX CBOACTB MmaTepuaxa
Ag-Nil0 B Buje MNpPOBOJOKWH, MNpPeLHa3HAYeHHOTrO AJA HM3TrOTOBJEHHA KOHTAKTOB BO3AYUHHX

KOHTAKTOPOB. Y3 MNPOBOJOKH HM3TrOTOBJEHO KOHTAKTHHE OyTOHH. Pe3yJbTaTH MCClenoBaHui
8TOr0 Marepuajla CpaBHeHO C pesyJbTaTaMM AJA COOTBeTByomMero (paHUy3KOro marepuala.

A. PAABE, E. BOBPHK: BauaHue npumecm CaO Ha cBo#icTBa CnekoB an)--ZrO2

HccaenosaHo BamAHue npuMmecH Cal mo 5 mMox.% na cBoificTBa CHekoB cojepxanmuXx Zn0

# Ir02 B OTHOmMEHMH BecCOBHX uacTeih kak 3:1. Bo Bpema cnekaHua B TeMmneparypax

1300, 1360, 1400°C He yTBepxAeHo peakuuu Mmexny Zn0 #u Zr0 u CaO u Zn0, a ycraHoB-
aeHo, uro CaQ jnaér noCTOofHHHEe pacTBOpPH C ZrQp, MNOHMkaA TemnepaTypu nepexoxa Zr0;
(MoHOKAMHHHY) - Zr0z (TeTparoHanbHuit)., YCTaHOBIEHO Takke, 4YTO npuMech Cal noHMxaer
MexXxaHHYecKoe CoONpaTHUBJeHMEe CNeKOB W yBelHUYuBaeT YCTORUMBOCTBL HX XapaKTepHUCTHK
CONMpPOTHBJIEHHE - TeMnepaTypa.

B. M'¥EJINKs O BAMAHKH MATHMUTHOTO NOJ& HA OPOLECCH POCTA MOHOKDHCTAJJIOB KDEeMHHSA
MEeTOLOM YOXpaJbCKOBO.

B crarThe npeancTaBAEHO COBPEMEHHHe B3aTJALH M NOrepHHyTHe H3 Pa3HHX paboT peayldbTa=-
TH MCClejOBaHuM MO mpouyeccaM pocTa MOHOKPHCTAAJIOB KpPeMHHMA MeTOLOM YoXpaibCKOBO

D MarHMTHOM noje, OGCyxLeHO TOXe BJMAHHE MATHHTHOBO MOJA HA CBOMCTBA MOHOKpHCTAA-
JOB. B paGoTe ChesaHO CpPaBHMUTEJBHHY AHANM3 HCHONb3OBAHWA BEPTHUKAJIBHOBO H TFOPU3OH=-
TaJbHOBO MAFHMTHOBO NOJH. B KOHUE CTATBH HNPEeACTABAEHO MHPOPMALMH OTHOCHTENLHO
npouspoaumMex B UTOM paGoT mo TemMe poCTa MOHOKDHUCTAJJIOB KPEMHHUA C HCIOJAb30BAHHEM
MarHMTHOBO MOJA.




INFORMACJA DLA AUTOROW

Redakcja Materiatow Elektronicznych uprzejmie prosi Autoréw o przestrzeganie podanych nizej
wskazéwek:

1.

10.

1.

12.

13.

14.

Objetosci artykutow nie powinny przekracza¢ 15 stron maszynopisu tacznie z rysunkami
i tabelami.

. Artykuty powinny by¢ napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostronnie z interli-

nig ,zmarginesem 3,5cm z lewej strony. Na arkuszu nie powinno by¢ wiecejniz 31 wierszy po
65 znakow. Wszystkie strony powinny by¢ numerowane.

. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny by¢é umieszczone rysunki

i tabele.

. Wszystkie tabele i zestawienia (unika¢ zbyt duzych) nalezy wykonywa¢ osobno, nie w maszyno-

pisie catego artykutu, w ’ egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerowac kolejno.
U gory kazdej tabeli podac tytut objasniajacy.

. Artykuty nalezy nadsyta¢ w ' egzemplarzach; powinny byé dotgczone krotkie streszczenia

w jezyku polskim, rosyjskim i angielskim, rowniez w * egzemplarzach, takze przettumaczony
tytut artykutu.

. Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi w nawiasach okragtych.
. Rysunki powinny by¢ nadsytane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz zatgczone

oddzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunkéw zawierajace teksty napiséw pod rysunkami
nalezy sporzadzac¢ oddzielnie (niezaleznie od tekstu artykutow) w : egzemplarzach. Rysunki
nalezy wykonywac na przezroczystej kalce, tuszem.

. Fotografie powinny by¢ wykonane na biatym btyszczacym papierze fotograficznym. Numery

fotografii i powiekszenie nalezy podawaé¢ na odwrocie — otéwkiem. Numeracja nalezy obja¢
rysunki i fotografie tacznie. W przypadku gdy istotne jest rozmieszczenie fotografii, zamiesz-
czenie dodatkowych wskaznikéw lub skali — prosimy o sporzadzenie makiety (niezaleznie od
fotografii do reprodukc;ji).

. Po zakonczeniu nalezy podac wykaz literatury, wymieniajac kolejno nazwisko autora i pierwsze

litery imion, petny tytut azieta, tytut czasopisama, numer tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok,
ewentualny numer strony. Pozycje wykazu literatury powinny by¢ ponumerowane, w tekscie
powotania na numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np. [1].

Stownictwo techniczne, jednostki miar, skroty najwazniejszych oznaczen wielkosci we wzorach
muszg by¢ zgodne z terminologia przyjeta przez Polskie Normy i Miedzynarodowy Uktad Miar
(SI).

Maszynopis powinien by¢ bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora.
Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczen nalezy podawacé otowkiem w lewym
marginesie.

Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbednych
skrotow, korekty stylistycznej itp.

Fakt nadestania pracy do wydrukowania w ,,Materiatach Elektronicznych’ uwazany jest za
rbwnoznaczny z o$swiadczeniem Autora, ze praca nie byta drukowana ani wystana do druku
w zadnym innym czasopi$mie krajowym lub zagranicznym.

Maszynopis artykutu nalezy zaopatrzy¢ petnym imieniem i nazwiskiem Autora oraz nazwa
i adresem instytucji. W oddzielnej notatce prosimy o podawanie tytulu naukowego lub
zawodowego oraz adresu domowego Autora (celem przestania honorarium). W przypadku
artykutu opracowanego przez zespo6t Autoréw prosimy o podanie procentowego udziatu
autorskiego. Bez tych danych honorarium bedzie dzielone na réwne czesci.
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